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受光器として広く用いられてるシリコンは安価、手に入れやすさなどといった点という特長を有する。その一方で受光素子

として用いた時、間接遷移半導体であることから、バンドギャップ付近の波長1.1㎛近傍では受光感度が低いという欠点があ

る。この欠点を克服するために、先行研究ではpnフォトダイオードに近接場光源として金微粒子を散布し、波数励起を起こ

すことで受光感度の上昇を確認した1)。 

本発表では金微粒子近傍での近接場光励起の様子を明らかにするために、pnフォトダイオードの電極間に対し顕微分光法

を用いた感度評価を行った(Fig.1)。作製した横型pn接合を有するpnフォトダイオードに対して、直径100nmの金微粒子を塗

布し、波長1.06um励起時の顕微分光評価を行った（Fig.2(a)）。その結果、金微粒子存在付近での光電流は確かに増大している

という結果が得られた(Fig.2(b))。 
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Fig.1 (a) Experimental setup for the 

microspectroscopy of the lateral Si photodetector. (b) 

SEM image of mapping areas. 

 

Fig.2 (a) Enlarged view of mapping area No.1. (b) 

Cross-sectional profiles along the solid lines in (a). 
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